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【はじめに】 

我々はこれまでに，n 型 GaN 表面にプラズマを照射することでドナーを不活性化するプラズマ

照射誘起欠陥が生成されることを明らかにしてきた[1-2]．不活性化されたドナーは，バイアス印

加時に 130 ℃程度のアニールや，バイアス印加時にバンドギャップエネルギー（Eg）以下のエネ

ルギーを持つ光を照射することで，再活性化することが分かっている[3]．本研究では，n 型 GaN

中のドナーの再活性化に対するバイアス，光（特に，Eg 以下のエネルギーを持つ光）および熱の

効果を明らかにすることを目的に，試料温度を変化させ，逆バイアス印加と同時に光を照射する

実験（逆バイアス光照射処理）を行った． 

【実験方法】 

実験には，キャリア密度が約 1×1017 cm-3の MOCVD 法により成長させた Si 添加 GaN ウェハを

用いた．評価のために，n 型 GaN 上にオーミック電極を一部形成し，ショットキー電極蒸着前の

GaN 表面にアルゴンプラズマを照射した．その後，ショットキー電極を蒸着することで，プラズ

マ照射誘起欠陥が導入されたショットキーダイオード試料を作製した．試料温度を変化させ，バ

イアス印加と同時に単色光を照射することで欠陥挙動を評価した．容量-電圧法により欠陥分布を

見積もった． 

【実験結果】 

プラズマ照射誘起欠陥が導入された n 型 GaN ショットキーダイオードに，逆バイアス（-4.5 V）

を印加しながら 1.5 eV の単色光照射処理を行った場合のキャリア密度の深さ方向分布変化を図 1

に示す．(a)は逆バイアス光照射処理中の試料温度を 23℃にした場合，(b)は 50℃にした場合の結

果を示す．プラズマ照射誘起欠陥により不活性化していたドナーが，3 時間逆バイアス光照射処

理を行うことで再活性化していることがわかる．また，処理中の試料温度を上げることで再活性

化速度が上がっていることがわかる．これまでの研究により，再活性化には欠陥の荷電状態変化

とドナーとの解離が重要な役割を果たしていると考えられている．今回の結果は，光照射が荷電

状態変化に，処理温度が解離に寄与していることを示しているものと考えられる．  
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Fig. 1  Time variation of the carrier depth profiles for the Ni/n-GaN Schottky diodes exposed to Ar 

plasma with reverse bias at -4.5 V under photoirradiation of 1.5 eV at (a) 23 ℃, (b) 50 ℃. 
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